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Напівпровідникові детектори на основі Cd(Zn)Te і Cd(Mn)Te часто піддаються поверхневому пошкодженню під час їх виготовлення та експлуатації. Для усунення різноманітних дефектів поверхні застосовують полірування, хімічне травлення та хімічну пасивацію [1]. 
Метою даної роботи було підібрати склад пасивуючого розчину та умови проведення процесу пасивації для отримання на поверхні кристалів Cd0.9Zn0.1Te та Cd0.95Mn0.05Te плівки з високим опором. Попередня обробка кристалів перед проведенням експерименту включала механічне шліфування та полірування абразивними порошками.
Першим етапом дослідження був пошук травильної композиції для хімічної обробки поверхні Cd0.9Zn0.1Te та Cd0.95Mn0.05Te. Використовувалось 4 травильні композиції на основі галогенів у органічних розчинниках: йод у метанолі (І2-CH3OH),йод у диметилформаміді (І2-ДМФА), бром у метанолі (Br2-CH3OH ) та бром у диметилформаміді (Br2 – ДМФА). Було встановлено, що найкращим травником для обробки Cd(Zn)Te та Cd(Mn)Te є травильна композиція - бром у диметилформаміді обробка якою забезпечує рівну, без видимих нерівностей поверхню. Після травлення проводили пасивацію поверхні у розчині NH4F – H2O2. В результаті цього на поверхні кристалів утворювалась тверда монолітна інтерферентна плівка. Склад поверхні зразків оброблених пасивуючим розчином встановлено методом рентгенівської енергодисперсної спектроскопії (EDX). Як видно з результатів (рис.1. а) вміст Cd у зразку Cd(Zn)Te менше вмісту Te. 
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	Рис. 1. EDX-спектр зразка Cd(Zn)Te після пасивування розчином NH4F – H2O2 (а);
вольт-амперні характеристики зразка Cd(Mn)Te після різних типів обробки поверхні (б).




Проведене порівняння вольт-амперних характеристик зразків Cd(Zn)Te і Cd(Mn)Te (рис.1.б) після різних типів обробки поверхні чітко показує, що проведення процесу пасивації суттєво підвищує значення їх опору Cd(Zn)Te та Cd(Mn)Te та підтверджує доцільність застосування пасивації поверхні для покращення функціональних властивостей напівпровідникових матеріалів.
[1] R. Tappero, A. E. Bolotinikov, A. Hossain, G.Yang , P. Fochuk, et al. Long-term Stability of Ammonium-sulfide - and Ammonium-fluoride-passivated CdMnTe Detectors. Journal of the Korean Physical Society, 2015, 66 (10) , 1532-1536.
а)





б)








PAGE  
2

